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Zbliza sie nowa era w technologii ekranéw dotykowych -

tukasiewicz — IMiF chce zastgpic tlenek indu nowym nanomateriatem

Czy powstang nowe, tansze i bardziej przyjazne srodowisku materiaty do zastosowania w ekranach
dotykowych?

Naukowcy z tukasiewicz — Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, Wydziatu Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Karlsruhe Institut fir Technologie (KIT) startujg z ambitnym projektem majgcym
na celu opracowanie nowych przezroczystych i przewodzgcych materiatéw. Materiaty te, bedg mogty
zastgpic¢ obecnie uzywany tlenek indowo-cynowy (ITO), stosowany w wiekszosci urzgdzen z ekranem
dotykowym. Projekt ten bedzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu
Opus.

Cechy nowego materiatu

Przezroczyste elektrody znajdujg sie w kazdym urzadzeniu z ekranem dotykowym. Nowo
opracowywane materiaty majg zachowac cenne wtasciwosci ITO, takie jak wysoka przezroczystosc i
przewodnosc elektryczna. Elektrody muszg byé nie tylko przezroczyste, aby uzytkownicy mogli widzie¢
obraz na ekranie, ale réwniez przewodzace elektrycznosé, aby efektywnie rejestrowac dotyk.
Przezroczystos¢ jest kluczowa dla jasnosci i klarownosci obrazu, podczas gdy przewodnos¢ jest
niezbedna do szybkiego i doktadnego rejestrowania dotyku uzytkownika.

Projektem pokieruje dr hab. Michat Borysiewicz z tukasiewicz — Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.
Badania skupig sie na opracowaniu materiatéw przezroczystych i przewodzacych o nowej
nanostrukturze - nanoczastkach metali (M) w amorficznej osnowie tlenku krzemu (SiO,), oznaczone jako
M-Si-0. Dotychczas byty one badane i wykorzystywane jako bariery zapobiegajgce dyfuzji metali w
strukturach kontaktow elektrycznych do przyrzagddw wysokiej mocy. Stabilno$¢ ta wynika z obecnosci
tlenku krzemu, ktory jest materiatem stabilnym nawet w podwyzszonych temperaturach wynikajgcych
z wysokich natezen pragddw wystepujgcych w takich przyrzadach. Niestety obecnie znane sg jedynie
materiaty M-Si-O zawierajgce metale szlachetne, jak ruten czy iryd, co ma przetozenie na wysoki koszt
ich wytwarzania. Przewidywania teoretyczne wskazujg rowniez mozliwo$¢ wytworzenia materiatéw
typu M-Si-O z udziatem bardziej powszechnych metali, do czego dazy¢ bedg badacze.

Zaawansowane metody badawcze

Struktura zespotu projektowego umozliwi szeroko zakrojone prace. W szczegdlnosci bedg one
obejmowac:

e modelowanie potencjalnych ,kandydatéw” na metale mogace zostaé uzyte w materiatach M-
Si-O,

e synteze nowych materiatéw M-Si-O ze zidentyfikowanych kandydatéw,

e badanie ich wtasnosci strukturalnych i chemicznych w celu zrozumienia mechanizmow ich
formowania,

e opisanie ich wtasnosci transportu elektrycznego.

Dziatania te pozwolg na wytworzenie uogdlnionego opisu grupy M-Si-O i sformutowanie regut wyboru
pierwiastkow dla wytworzenia materiatow M-Si-O o okreslonych wtasnosciach az do opracowania
optymalnego modelu materiatéw tego typu.



- Dzieki technice magnetronowego rozpylania katodowego, w ktérej sie specjalizujemy, mozemy tworzyc
cienkie warstwy ztozonych materiatéw bez koniecznosci syntezy nanoczastek i mieszania ich z SiO,.
Dotychczas byt to bardzo skomplikowany i dtugi proces. Teraz zostanie on znacznie uproszczony —
wyjasnia Michat Borysiewicz. Co szczegdlnie wazne, mikrostruktura nowych materiatéw zostanie
zobrazowana z zastosowaniem tomografii sondg atomowg (APT). Ta metoda umozliwia wytworzenie
tréjwymiarowych obrazow wnetrza materiatu z rozdzielczoscig atomowa i jest nieodzowna dla
zrozumienia wtasnosci materiatow takich, jak M-Si-O — gdzie w osnowie jednego materiatu wystepujg
nanoczastki innego. Doktadne opisanie powierzchni nanoczgstek pozwoli na opracowanie
realistycznego opisu mechanizmdéw przeptywu prgdu w materiatach M-Si-O. — W Polsce nie istnieje ani
jedno urzgdzenie do pomiaréw APT, dlatego tez do projektu zaprositem dr. Torbena Bolla z KIT, z
ktérym miatem juz okazje wspoétpracowaé - méwi dr Borysiewicz.

Poniewaz badane materiaty sg przewodzace, a ich struktura jest bardzo nietypowa, w projekcie
prowadzone bedg zaawansowane pomiary wtasnosci transportu elektronowego. Dziataniami tymi
bedzie kierowac dr hab. Marta Gryglas-Borysiewicz z Wydziatu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ekspertka od pomiardéw transportu ,trudnych” materiatow. Wyniki badan strukturalnych i
transportowych stanowi¢ bedg wktad do prac obliczeniowych prowadzonych przez prof. Jacka
Majewskiego z Wydziatu Fizyki UW. Ich celem jest okreslenie mechanizmu transportu zaréwno w
samym materiale jak i przez M-Si-O/potprzewodnik, co jest kluczowe dla zastosowania tych
materiatéw jako przezroczystych elektrod.

Priorytetem etyka i ekologia

Tlenek indowo-cynowy jest standardowym materiatem stosowanym dzi$ w ekranach dotykowych, ale
jego produkcja wigze sie z etycznymi i Srodowiskowymi problemami zwigzanymi z wydobyciem indu.
Dlatego szukamy taniszych i mniej problematycznych metali, ktére mogtyby zastgpi¢ ind w
przezroczystych elektrodach w ekranach dotykowych dzieki nanotechnologii. Wazng motywacjg do
podjecia projektu jest, oprdcz checi rozwoju nowych technologii, wymiar spoteczny i Srodowiskowy
zwigzany z wydobyciem indu.

- Pragniemy stworzy¢ materiat, ktéry jest nie tylko wydajniejszy, ale takze bardziej odpowiedzialny
spotecznie i przyjazny dla srodowiska - wyjasnia dr Borysiewicz. — Przezroczyste elektrody sg
nieodzowne w kazdym urzadzeniu z ekranem dotykowym i nasze badania mogg znaczgco wptynac na
catg branze. Mysle, ze docenili tez ten aspekt réwniez recenzenci - nasz projekt jest jedynym z Sieci
Badawczej tukasiewicz wybranym do finansowania w konkursie Opus 25.

Start projektu juz na jesieni tego roku.

Kontakt:

Dr hab. Michat A. Borysiewicz

Lider obszaru materiatéw porowatych, Grupa Badawcza - Materiaty dla Energetyki
e-mail: michal.borysiewicz@imif.lukasiewicz.gov.pl +48 515 749 724

Marketing:

Patrycja Skoczek

+48 604 372 470

e-mail: patrycja.skoczek@imif.lukasiewicz.gov.pl



